Tranzistor

K nejdulezitéjsim polovodi€ovym soucastkam patri tranzistor. Tvori ho krystal polovodice se dvéma
prechody PN.Je to oznaceni polovodicové triody nebo tetrody schopné zesilovat vykon. Tranzistor
obsahuje minimalné tri elektrody, a to zdrojovou - emitor (E), sbérnou - kolektor (C) a jednu nebo dvé
ridici - baze (B). Elektrody E, B a C se stykaji ve dvou prechodech. Podle sledu vodivosti se vyrabéji
tranzistory typu PNP a NPN. U tranzistort typu NPN sméfuje Sipka oznacujici emitor z tranzistoru a u typu
PNP ma Sipka smér opacny. Ke kolektoru, bazi a emitoru jsou pripojeny kovové elektrody,které maji
shodné nazvy. Proto je pro tranzistor charakteristické, Ze z pouzdra, které chrani polovodicovy systém,

vychazeji obvykle tfi vyvody.Pomoci nich se tranzistor pripojuje do obvodu.

JAK TEDY FUNGUJE TRANZISTOR?

Za normalniho provozu je prechod E - B polarizovan vnéjsim napétim v propustném sméru a prechod B - C
ve sméru zavérném. Zesilovaci schopnost tranzistoru spociva v tom, Zze mala zména proudu do baze pri
malém napéti vyvola velkou zménu proudu kolektoru pri velkém napajecim napéti kolektoru. Ze
zatézovaciho odporu v kolektorovém obvodu lze odebirat mnohem vétsi vykon, nez jaky je dodavan do
obvodu baze. Tranzistor |ze zapojit v obvodu tfemi zpusoby podle elektrody, kterd je spolecna vstupu i
vystupu, se spolecnym emitorem jako SE, bazi SB a kolektorem SC. Proudovy zesilovaci Cinitel (h) pro
dané zapojeni udava, kolikrat je vétsi proud ve vystupnim obvodu viéi vstupnimu. V zapojeni SE byva 20 -
1 000 h, v zapojeni SB je 0,9 - 0,99 h, v zapojeni SC je 0,95 - 0,995 h.

OBJEVENI TRANZISTORU

Pri zapojeni do obvodu dochazi k tzv. tranzistorovému jevu, ktery v roce 1947 objevili americti fyzikové
Bardeen, Brattain a Shockley pfi studiu Germania. Prvni tranzistor zkonstruovali v roce 1948. Bazi byla
desticka germania vodivosti N, na niz dosedaly v malé vzdalenosti dva hroty jako E a C. 1950 byl tento
tranzistor nahrazen dokonalejsim plosnym tranzistorem z vrstev germania a pozdéji kiemiku s vodivosti

PNP, pozdéji i NPN. V roce 1956 pak obdrzeli Nobelovu cenu. Vyjadrily ta pak v jednom ze zakonu:

Malé napéti vzbuzuje v obvodu baze proud, ktery je pri¢innou mnohokrat vétsiho proudu v obvodu

kolektorovém.

Dalsim zdokonalovanim technologie vyroby tranzistoru se zlepsovaly vysokofrekvencni a vykonové
parametry. Tranzistory se zacaly délit na nizkovykonné a vykonové, vysokofrekvencni, nizkofrekvencni a
spinaci, nizkosumové ap. Podle technologie vyroby vznikly tranzistory slitinové, mesa, tranzistory
planarni, rizené elektrickym polem (MES, MIS, MOS, FET, JFET), tranzistor se dvéma bazemi (tetroda), s
kovovou bazi, s vice emitory a podobné. Podle vyuziti a funkce se déli na dva druhy. Jsou jimi bipolarni a

unipolarni tranzistory.



Bipolarni tranzistor je druh tranzistoru, kde se uplatnuji jak vétsinové (majoritni), tak i mensinové
(minoritni) nosice naboje (tzn. nosice oboji polarity), tedy elektrony i diry. Bipolarni tranzistor se ridi
vstfikovanim (injektovanim) mensinovych nosi¢i do baze. Existuji ve struktufe PNP i NPN, nejcastéji ve

formé plosného tranzistoru.

Unipolarni tranzistor je druh tranzistoru, u kterého je proud prenasen pouze jednim druhem nosicl
naboje, a to dérami nebo elektrony. Hlavnimi predstaviteli unipolarnich tranzistord jsou tranzistory
rizené elektrickym polem (FET).- z angl. Field Effect Tranzistor. Od bipolarniho se lisi hlavné tim, ze

kolektorovy proud neni fizen vstupnim proudem, ale napétim.



